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"Metallkontakt an einem Halbleiterkorper" 

Die Erfindung betrifft einen Metallkontakt an einem- 
Halbleiterkorper* Dieser "Metallkontakt ist vor alJLem 
fur die sperrschichtfreie Kontaktierung von • einkrx8tal» 
linen. Siliziiun- Halblei terkorp ern vorgesehen*^ Es &±nd 
bereits Kontakte bekannt, die Titan, Palladium, Silber 
und Gold enthalteno Dieses Kontaktsystem hat den Nach-r 
teil, dafl Silber beim . Lotvorgang gelost Klrd und spater 
zur VersprSduiig des Lots fiihrto Ein anderes bekanntes 
Kent akt system besteht aus der Schichtenfolge Nickel- 
GoId» Dieser Kontakt hat den Nacliteil» dafi er bei 
relativ hohen Substratteraperaturen hergestellt verden 
muil,. HO daB u» Uo die elektrisqhen Kennwerte des Bau» 
elementes verKndert werden oder aus anderen, bereits 
am Halbleiterkdrper angeordneten Kontakten ^torstellen 
in unerviinschter Weise in den Haibleiterkorpisr ein- 
dringen* 
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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde« 
einen Metallkontakt anzugeben, der bei niederer Sub- 
strattemperaturen hergestellt warden kaxm und elne gute 
Lotbarkeit aufweisto 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB 
der Kontakt ausgehend vom Halbleitematerial die Schi-' 
chtenfolge Cbrom- Chromnickel- Nickel-* Gold aufweisto 
Dieser Kontakt zeichnet sich durch gute Lotbarkeit aujd. 
Bei seiner Herstellung ist die notwendige hcichste Sub« 
strattexnperatur caa 250^C« Die raechanlsche Pestigkeit 
des Kontakt es ist ausg^zeichnet. Die Erfinduag sdll 
noch anhand eines Ausfiihrungsbeispieles naher erlautert 
verd^n. 

In der Figur ist ein NF~ Mesa- Leistungstr£aisistor im 
Schnitt dargestellt« Der Halbleiterkor^er bildet im 
wesentlichen die Kollektorzone 1, die beispielsweise 
n^'T lei tend isto Dann ist die Dasiszone 2 p- leitend, 
in die von- einer Oberf lachenseite aus die n^- leitende 
Emitterzone 3 eingelassen isto Die der Basis- und der 
Emitterzone gemeinsame Obarflachenseite ist mlt einer 
Oxydschicht k bedeckt, in die uber der Basis- und der 
Emitterzone Offnungen fiir die Anschlufikontakte einge- . 
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braclit slndo Dieae ADLSchiluftkontakte 5 ^act G beste&en 
bci^pielsweise aias Aluminiumo Die dieseti Kontakteii 
gegenuberliegenden Oberflachenseite des Halbleiter- 
korpers ist mit einem Chrora- GhrOmnickel« Nickel-* Sdld- 
kontakt 7 versehea, durclt den die Kollefctoirzone des 
Transistors sperrscliichtfrei aiigeschlossen ^^rlrdo Die 
Chromschiclit 8, die unraitteibar auf den HaibleiterkSrper 
aurgedampft wird, ist beispielsweise mehrere htmdert 
AngstrSm dick. Die Dicke betrug bei einem Ausfiihrungs- 
beispiel 500 A^c Die Chromnickel^fchicbt 9 ±Bt beispiels- 
veise 200o2, die NickelscbiclEit 10 ea. 400d 8 und. die 
aoldschicht 11 wiederum meshrerB huiidert Angstrom dic'fco 
Dieser vorteilhafte Scbxcbtaufbau gilt- f^iir all© Arten 
von Bauelementen, ifiir Dioden» Transistoren und integrieriie 
Schaltkreise und bei diesen Bauelementen aoTrohl fiir 
n- als auch fiir p«leitende Haibleiterzoneni. 

Die Substrattemperatur des Halbleiterkorpers bei der 
Aufdampfung der ersten Chromschicbt betragt ca« - 250^^0 
Bex der Auf dampf ung der ttSchsten SGhicbft • aus Chroiii- 
Nickel kann diese Temperatur berelts aus ca* 200-0 ise- 
duziert werden. Auph bei . der Aafdampfung der iibrigen 
Schichten kann^ die Substriittempe'ratur unter 200^C liegerio 
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Die Chromnickelschicht wird vorzugsweise so hergestellt 
werden, daB wahrend der Aufdainpfung der Chromgehalt 
laufend abnimmto £s wUrden dann zunachst 100 % Chrom 
aufgedampft und der Chromantell bel gleichzeitiger £r« 
hohung des Nickelanteils so lange reduziert, bis 100 % 
Nickel aufgedampft werden* 

Die Chromnickelschicht kann aber auch durch Verdampfung 
einer Chromnickellegierung hergestellt werden« B.ei einer 
Ausfiihrungsform wurde eine Legierung. aus 20 % Chrotn 
und 8o % Nickel vez*wendeto 

Das angegebene Kontakt system laBt sich fiir viele Arten 
von Kontakten verwenderi, auch filr Basis- und £mitter- 
kontakte \uf der Vorderseite eines Halbleiterkdrperso 
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Patentanspruch 1 ' 



Metallkontakte an einem Halbieiterkorper , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kontakt ausgehend vom HalbXeiteiMnaterial 
die Schichtenfolge Chrom- Chromnickel- Nickel- Gold auf^ 
veist» 
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Ba t en t aAsprii che 



Q 



Metallkontakte an elnem Halt^Tfei teiterkSrper , dadurch 



gekennzeichnet , daB der .J^6ntakt ausgehend vom Halbleiter- 



aufweist, 

2) Metallkontakt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dafi die Chromschicht mehrere hundert Angstrom ^ die Chrom-* 
nickelschicht ca* 2000 X, die Nickelschicht ca 4000 X 
und die Goldschicht mehrere hundert Angstrom dick ist* 

3) Metallkontakt nach Anspruch 1 oder 2* gekennzeichnet 
durch seine Verwendung als sperrschichtfreier Anschiufi 
fiir n- Oder p- leitende Halbieit erzonen eines einkristal- 
linen aus Silizium bestehenden Halbleiterbauelementeso 

k) Metallkontakt nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch 
seine Verwendung als eln die gesamte Riickseite elnes 
Halbieit erkorpers bedeckender Anschluflkontakt einer/ 
Diodenzone oder der Kollektorzone eines Transistors* 
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5) Verfabren zum Heri^tellen eines Metalllcontaktes 

nach eixiem der vofangehenden AnsprUchen, dadurch gekenn^ 
zeichnet, daB die Metallschichteh nacheinander auf den 
Halbleiierkorper aufgediampft werden, wobei bei der Auf- 
dampfung der ersten^aus Chrom bestebenden Metallschicbt 
der Halbleiterkprper auf cao 250°C erhitzt vxrd und 
diese Temper a tur bei . den nachfolgenden Auf dampfBchritten 
weiter reduzlert wirdo * . 

6) Verfahren nach elnem der vprangehenden AnsJ^riicheH , ■ 
dadurch gekennzeichnet, dalV zur Herstellung der Chrotonickel- 
schicht eine Legierung aus Chrom und Nickel verdampft 
vird» .. * 
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